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Xiilasa: Optik signallar1 detekto etmok {igiin perspektivli ¢coxbaryerli vo metal tobogali,
goruyucu yiiksak omlu laylarla modifikasiya olunmus sothi-baryer quruluslari
alinmusdir.
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Yiiksok keyfiyyotli vo siirotli yarimkecirici cihazlarin  vo inteqral
mikrosxemlorin  yaradilmasi onlarin  hazirlanma  texnologiyalarina  yeni
materiallarin daxil edilmasini tolob edir. Bunlardan on perspektivlilori silisidlor —
silisiumla daha elektromiisbat elementlorin birlosmoloridir [1-2]. Bu birlogsmalor
miitloq skala lizro toxminon metalin arimo temperaturundan orimo temperaturunun
yarisina barabar temperatura qodor intervalda bork fazada gedon reaksiyalar
zamani alina bilor. Silisidlor metal xarakterli yiiksok kegiriciliyo, yiiksok
stabilliyino malikdirlor vo bu xiisusiyyatlorino goro do istonilon yarimkegiricinin
giiclii asqgarlanmis qatindan daha {stiindiirlor [3]. Polisilisiumun goruyucu
elektrod va tobaga miigavimatinin 15 Om/kv giymatini tomin edon birlagdirici
xatlor qismindo material kimi istifade edilmosi cihazlarin elementlorinin minimal
Olctilorini 15 mkm-o godor azaltmaga imkan verdi. Nazik silisid tobogoalorinin
yaradilmasi, mikrosxem Vo yarimkecirici cihazlarin hazirlanmasi vo totbiqi {igiin
texnoloji proseslor toklif olunmusdur ki, bunlarin da sayassindo elementlarinin
6l¢iisii 1 mkm olan qurgularin islonilmasine vo sonaye istehsalina imkan yarandi.
Metal silisidi- silisium (metal Si-Si) kontaktlarmin stabil vo etibarl
xarakteristikalar1 silisidlorin omik kontaktlarda, metal-oksid-yarimkegirici (MOY)
— tranzistorlarin qoruyucu elektrodlarinda, optik informasiyanin saxlanmasi {i¢iin
materiallarda, infraqirmizi diapazonda isloyon fotogobuledicilordo v.s. genis
istifadasini tomin edir.

Cokdiirma iisulu ilo silisiumun sothindo alinan saothi baryer kontaktl
oblastlar ionlasdirici siialanma detektorlar1 genis yayilmisdir. Bu zaman detektor
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baglayict rejimds isloyir vo hocmi yiiklor oblasinin eni 15-20 mkm olur. Belos
detektorlarin zaman kecgdikco xarakteristikalar1 pislosir, ¢iinki sothdo coroyan
sizmas1 bag verir. Sizma coroyaninin kifayst qader azalmasinin yollarindan biri
goruyucu holgolor tisuludur. Qoruyucu holgo kegiriciliyi aktiv oblastin
kegiriciliyinin oksi olan diffuziya oblstidir. agor aktiv oblast n tipdirso, diffuzion
oblast p tip, oksino aktiv oblast p tipdirss, diffuzion oblast n tip olar. Bu tip
strukturun catigmayan cohoti odur ki, diffuzion p-n kecidinin hesabina parazit
tutum boyiik olur. Parazit tutum bdyiik olan cihazlarin islomo siirati kigik olur.
fonlasdiric1 siialanma detektoru, yaxud niive siialanmas1 detektorlarinin is prinsipi
fotogobuledicilorin is prinsipi ilo eynidir. Hocmi yiiklor oblastina ionlasdirici
stialanma diisorso, o zaman hocmi yiiklor oblastinda qeyri tarazligda olan
yiikdasiyicilar yaranir. ©vvalki tip detektorlar1 tokmillosdirmiklo hacmi yiiklor
oblastinda yaranan qeyri tarazligda olan yiikdasiyicilarin effektiv boliinmasini
tomin etmokls optik signallar1 detekto etmok olar. Elmi isin asas moagsadi do mohz
bundan ibaratdir. Isi yerino yetirmok iigiin ikibaryerli vo modifikasiya olunmus
sothi-baryer strukturu yaradilmisdir. Adston mikroelektronikada sothi baryer
strukturlarini almaq {iglin aliiminium (Al) va ya qizil (Au) tabagalordon istifados
olunur. Lakin bizim halda palladium silisidden (PdSi) istifads olunmusdur.
Palladium silisid Al vo ya Au-ya nisboton ¢ox boyiik istiinliikloromalik.
Molumdur ki, palladium silisiumla reaksiyaya girorok palladium silisid (PdSi)
omoalo gotirir. Alinmig qurulus PdSi silisium tobagosinin sathinds yox, miioyyon
dorinlikdo alinir. Eyni zamanda alinmuis palladium silisidin sothinde 20-30-A°
qalinhiginda silisium dioksid (SiO2) tabagoesi do alinir ki, bu da cihazi ¢irklorden,
nomdoan vo mexaniki tasirlordon gqoruyurlar. Alinmis strukturlar [4] isindo tosvir
olunmus fotodiodun xiisusi halidir vo indiys kimi miimkiin olan analoqlarindan
istlindiir.

ikibaryerli PdSi-nSi-Al strukturlar

Ikibaryerli strukturlar qalinligi 400 mkm, yiikdastyicilarmin konsentrasiyasi
1,5x10* sm? olan n tip silisium osasinda hazirlanmigdir. Bu halda
fotoqobuledicinin sahosi 1,6 sm?-yo boraber olmusdur. Fotogebuledicinin
palladium silisid torofdon potensial ¢oporin hiindiirliiyti 0,75 eV, arxa torofdon,
yoni aliiminium torafdon is00,55 e€V-a barabar olmusdur. Strukturun ekvivalent
sxemi qasi-qarsiya qosulmus iki dioddan ibarot olmasi miioyyonlosdirilmisdir.
Askar olmusdur ki, fotogobuledicinin volt-amper Xxarakteristikast qurulusun
morkozi oxuna nozoron simmetrikdir. Fotogobuledici strukturu dalga uzunlugu
0,55 mkm olan goriinen isiqla isiqlandirdiqda hor iki istiqgamotde fotoceroyan
yaranir. Isiglanmanin intensivliyi artdiqca ona uygun olaraq da fotocaroyan artir.
Maksimum fotohassasliq 0,75 A/Vt-a barabar olur. Diiz vatarsino kegidin volt-
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amper xarakteristikalar1 qarsi-qarsiya birlosdirilmis  Sottki —  kecidinin
xarakteristikasi ilo identik olub, biri homiso bagl istigamotdo olur. Diodlara
verilon gorginliyi artirdiqca baryerin hiindiirliiyii do artir, digor torafdo iso torsine,
nSi-Al ke¢idi diiziino keg¢id xarakteri alir. Potensial baryerin hiindiirliiyii hom da
verilon ig18in intensivliyindon do asili olur, intensivlik artdiqca generasiya olunan
yukdasiyicilar artdigi {iclin coroyan da artir. Ona goro do miixtolif isiqlanmalarda
miixtolif xarakteristikalr ailos1 alinir. Spektral xarakteristikalarin todqiqatt onu
gostorir ki, maksimum fotohassasliq 0,5 mkm olub sonda qiymoti 1,2 mkm -9
godor azalir.

Qoruyucu halgalarla modernizasiya olunmus PdSi-nSi strukturlar:

Modernizasiya olunmusg fotodetektor xiisusi miiqavimati 1 kiloom (kOm)
olan n-tip yarmmkecirici osasinda hazirlanmisdir. Istifads olunan silisium
16vhosinin diametri 24 mm, gqalinhigr iso 300 mkm-dir. Strukturda omik va
diizlondirici kontaktlar kigik dairaler soklinds 16vhanin har iki iiziino ¢okilmisdir.
Kontaktin diametri 6 mm-o barabar olmusdur.

Volt-tutum xarakteristikasinin todqiqi gostorir ki, baslangic halda tutum
gorginlikdon asili olmur. Garginliyin 0-2 volt qiymatlorinde hacmi yiiklor gqatinin
qalinligr sabit olub 13.5 mkm-o borabar olur. Gorginliyi artirdigca hacmi yiiklor
qatinin qalinlig1 xatti olaraq artir vo gorginliyin 15 volt gqiymetindo yenidon sabit
olur. Haocmi yiiklor gatinin qalinligimmin sabit olmasi metal sorhadds yiiklorin
konsentrasiyasinin az olmasi ilo izah oluna bilor. Gorginliyin 2 V-a qodarki
giymotindo konsentrasiya 4 dofo artir, gorginliyin 15 v qiymstindo yenidon
konsentrasiya artir. Araliq yliksokomlu tobago olan halda silisium osasinda
yaradilan Sottki baryerli diod vo yaxud fotodiodlarda baryerin hiindiirliyiinii
gorginliyi artirtb, yaxud azaltmagqla tonzim etmok olur. Yiiksokomlu araliq tabaqo
halinda Pd Sottki diodlarinda iistlii doraco gostaricisi 2,5-0 borabor olur. Bizim
halda (PdSi) bu gostarici 1,07-ya barabar olur.

Modernizasiya olunmus fotodiodlarda tors istigamatde gorginliyi artirdiqda
oksina qaranliq corayani praktiki olaraq artmir, lakin xarici tosirin naticasinda,
masalon isiqlandirma zamani gorginlik artdiqca oksino coroyan koskin artir. Bu
onunla izah olunur ki, verilmis gorginlik demok olar ki, biitovliikds potensial
baryerds diisiir. Bu zaman sahonin artma tempi hocmi yiiklorin eninin artma
tempini gabaqlayir. Noticodo gorginlik artdigca fotocoroyan da ona uygun olaraq
artir. Strukturun spektral optik diapazonu sokil.1-do gostorilmisdir.
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Sok.1.PdSi-nSi spektral fotohassasligi.

Strukturu optik diapazonu c¢ox genisdir. 0,38 mkm oblastindan baslayaraq
0,58 mkm oblastina qodar fotohassasliq artir vo 0,58 mkm dalga uzunlugunda
0ziinlin maksimum qiymatini alir.
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JleTeKTOpBI HINTHYECKOT0 H3JTy4eHNnsI Ha onicHoBe cTpyKTyp PdSi-nSi n
PdSi-nSi-Al

PE3IOME
Pa3zpaOoTansl mNepCHEeKTHBHBIE A1 AETEKTHPOBAHHMA ONTHYECKUX CUTHAJIOB

IIByXOapbepHbIe CTPYKTYPHI u MOBEPXHOCTHO-OaphepHbIe CTPYKTYpPHI c
MOIU(UITUPOBAHHBIMU OXPaHHBIMU BHICOKOOMHBIMH CJIOSIMU C TIEPEKPHITHEM METAJIA.

KuoueBble cjioBa: ONTHYECKUI CHTHAJI, MUKPOCXEMa, JIETEKTOP, KOHTAKT,
MOJIyTIPOBOTHUK, T dy3us, 6apbep, poTopenentop, 3aiuTHOS
KOJIBIIO0, POTOTUOI.

Kh.M. Hashimov., A.O. Guliyev., D.C. Farajzade., A.E. Mammadova, Y.A. Guliyeva
Optical signal detector based on PdSi-nSi and PdSi-nSi —Al structure

SUMMARY

To detect optical signals, promising multi-barrier and metal-layered surface-barrier
structures modified with protective high-ohm layers have been obtained.

Key words: optical signal, microcircuit, detector, contact, semiconductor, diffusion,
barrier, photoreceptor, protective ring, photodiode.
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